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石墨烯材料可拓展信息存储空间
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  为支持信息产业的继续发展，从2008年下半年起，华东理工大学陈彧教授开始新型高分子信
息存储功能材料的设计和制备。日前，其论文《石墨烯及其衍生物在高性能信息存储中的应

用》，刊登在最新一期的国际权威学术期刊《英国皇家化学会评论》上。

  随着信息时代信息量的爆炸式增长，人们不断地要求存储器有更大的数据存储密度和更快的
获取信息能力。英特尔创始人之一戈登·摩尔提出的“摩尔定律”指出：当价格不变时，集成电路上
可容纳的晶体管数目，大约每隔18个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。这一发现揭示了信息
技术神话一样的进步速度。而自从2000年以来，构成芯片的存储元件的尺寸又已经从130纳米减
小至目前的45纳米。到2018年，摩尔定律将遭逢“大限”——硅基半导体将达到16纳米的物理极
限，无可再小。
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  对此，陈彧表示：“超出这个极限，晶体管会发生漏电，集成电路里相邻存储单元间也会相互
影响，存储器件的可靠性和稳定性都会大受影响。另外，硅基器件制备也有设备昂贵、制备工艺

复杂、二维存储工艺限制存储密度等问题。所以，在开发下一代存储技术的时候，需要引进全新

的概念、材料和技术。”

  不过，高分子信息存储功能材料要胜任电存储器件的角色，必须具有阻变材料的电双稳特
点。简单地说，当在阻变材料薄膜两边施加一个足够大的外电压时，器件可由低导电状态

（OFF）转变为高导电状态（ON），如果撤销外电场后还可以继续稳定地保持OFF或ON态，就说
明器件有记忆性能，可成为存储器件。此外，通过外界刺激能将器件从ON态恢复到OFF态，就说
明器件具有可逆性或可擦写性。“这里的OFF态和ON态相当于二进制系统中的0态和1态，外加电
信号相当于对信息的读写、擦除等操作，所以，阻变材料的电双稳状态就可以用来实现二进制编

码和数字信息的存储。”

  为了达到这些目标，在过去的3年里，陈彧以石墨烯及其衍生物为主要对象，在高分子信息
存储功能材料的若干关键性、基础性问题的研发上取得了重大的突破，研发的新型存储材料在启

动电压、跃迁速度、开关比、热稳定性、维持时间、读写循环、存储密度等多项关键指标上有所

突破，部分指标接近或达到了实际应用技术的需求。

  “与硅基材料相比，高分子信息存储功能材料有明显的优势，它容易加工、成本低、功耗小、
重量轻、体积小、存储密度高，可以三维堆积，甚至可以大面积‘刷涂’在玻璃、塑料和集成电路
上，还能根据需要对分子结构进行剪裁，调控材料和相应器件的存储功能。”陈彧对新材料的应用
前景非常看好。
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